
(D Germanium-pnp-HF-Transistor GF129 

Der HF-Transistor GF 129 ist ein diffusionslegierter Ge-pnp-Transistor in der 
Bauform A 1 nach TGL 11811 (entspricht & TO-18-Gehäuse). Der Transistor 
ist vornehmlich zum Einsatz in MW-Vor- und -Mischstufen sowie in AM-ZF- 
Stufen vorgesehen. 

Statische Kennwerte (für 9, = 25°C —5 grd) 
—lIcso =2,5<7,5uA bei —Ucg 
—Uceo > 25V bei —lcso 
—UegBO >0,5V bei —le8o 

Dynamische Kennwerte (für 92 = 25 °C) 

Stromverstärkung in Emitterschaltung 

B > 40 bei —Uce = 6V, —Ic =1mA 

Übergangsfrequenz 
fr = 75 MHz 
bei —Uce = 6V, —Ic = 1 mA 

Vierpolparameter 
E11e= 0,3 mS Cize = 1,5pF 
£22 6,7uS |Yzıe| = 18 m8 
bei —Uce = 6V, —c = 0,5 mA, f = 2MHz 

Meßanordnung zur Bestimmung der VF-Leistungsverstärkung 

Bei f = 100 MHz, —Ucg = 6V, —Ic = 1 mA, 
ergibt sich die Leistungsverstärkung ausgewertet nach 

L4 = Drossel; 10 uH 
L2 = 3,5 Wdg.; 6 mm © 

versilb. Cu-Draht; 
0,8 mm Z 

Rı = 560 
Ry ist so zu bemessen, daß sich ein Gesamtausgangswider- 
stand von R, = 3 kQ ergibt. 
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Grenzwerte (für 9, — 45 °C) 

—Uc8 =25V 
0V 

(gilt für die Typen GF 129 — 132)


